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OEM: Texas Instruments Transistor TIS88 Datasheet

N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor TiS8s

Symmetrischer Aufbau in Silizium-Epitaxial-Planar-Technik im Silect*-Gehéuse
GroBe Leistungsverstéarkung — 10 dB min bei 400 MHz

GroBe Vorwartssteilheit — 4000 ©S min bei 400 MHz

Kleines -Cizs =1 pF max

GroBes |Yus|/Cus-Verhéltnis

Durch entsprechende Anordnung der Drain- und Gate-Anschliisse stabile Ver-
starkung

Kleine Kreuzmodulation durch quadratische Ubertragungskennlinie

Zur Verwendung in VHF- und FM-Verstérkern

Mechanische Daten

Mafe in mm "Silect pin circle
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N 5 )
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048 === SRS
12,7 min —=! 478 Lo =4 201

201

1 — Drain, 2 — Source, 3 — Gate

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht L&t-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfillan die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Absolute Grenzwerte
Drain-Gate-Spannung Jaov
Drain-Source-Spannung +30V
Gate-Source-Sperrspannung =30V
Gatestromn in DurchlaBrichtung 50 mA,
Maximale Verlustleistung bei Ty = 25 °C (Bem. 1) 360 mwW
Maximale Verlustleistung bei 25 °C DrahtanschluBtemperatur (Bem. 2) 500 mW

Lagerungstemperatur

—65 °C bis +150°C

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fir 10 5 260 °C
Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Paramater Prifbedingungen min max  Einh.
Ummycss Gate-Source-Sperrspannung lg= —1phA, Ups=0 —30 W
lgss Gate-Reststrom Ugg = —20V, Upg =10 —i nad
Ugs=—20V, Upg=10, Ty=100°C —05 ph
Ugsgern Pinch-Off-Spannung Ups =15V, Ip=10nA -1 —6 v
Ipss Drainstrom Ups =16V, Ugg=0 (Bem.3) B 15 ma,
|ve1sl Vorwartssteilhait Ups=15V, Ugg=0  f=1kHz 45 15 m3
|yzasl Ausgangsleitwert Ups =15V, Ugs=0, f=1kHz 0068 mS
Ciis Eingangskapazitat Upgs =15V, Ugs=10 f=1MH:z 4,5 pF
—Ci2a Rickwirkungskapazitit Ups=15VY, Ugs=10 f=1MHz 1 pF
O11s Realtsil des Eingangsleitwertes Ups=15V, Ugs=0, =100 MHz o1 m3
b11s Imaginarteil des Eingangsleitwertes Ups =15V, Ugg=0, =100 MHz 3 m3
Quos Realteil des Ausgangsieitwertes Ups =15V, Ugg=0, = 100MHz 0,075 mS
boas Imaginadrteil des Ausgangsieitwertes Ups=16V, Ugs=0  f=100MH:z 09 m3
O11s Realteil des Eingangslaitwartes Ups=15Y, Ugs=0 =400 MHz 1 mS
b11s Imagindrteil des Eingangsleitwertes Ups =15V, Ugs=10 =400 MHz 12 ms
G218 Realteil der Vorwértssteilheit Ups=15V, Ugs=190 f=400MHz 4 mS
Q2o Realtell des Ausgangsleitwertes Upg =15V, Ugg=10, = 400 MHz 0,1 mS
baos Imaginérieil des Ausgangslaitwertes Upg =15V, Ugsg=10, = 400 MHz 4 mS
Bemerkungen:

1. Lineare Reduzierung auf Ty = 150 °C mit 2,88 mW/"C.
2. Lineare Reduzierung auf 150°C DrahtanschluBtemperatur mit 4 mW/°C, Die DrahtanschluBtemperatur
wurde am Gateanschlul 1,6 mm vom Geh&use gemessen,
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Betriebswerte bei Ty = 25°C

Parameter Priifbedingungen min max  Einh.

Vs Meutralisierte Kleinsignal-Leistungs- Ups =15V, Ip=6mA, f=100MHz 18 dB
verstirkung in Source-Schaltung (abb. 1)

Upg = 15 ¥, Ip = 5mA, f= 400 MHz 10 dB
(Abb. 1)

F Rauschfaktor Upg=15Y, Ip=5mA, = 100 MHz, s dB
Rg = 1k&Q {(abb. 1)

Ups=15Y, Ip=5mA, f= 400 MHz, & dB
Rg =1k& {abb. 1)

Parameter-MeBbedingungen

Vs
von der Signalquelle 50 @ zur Last 50 @

Bauteilliste
Kondensatoren Spulen

100 MHz 400 MHz 100 MHz 400 MHz
c, o 1,8 pF L1 8,5 Wdg. 4 16 Kupfer; Anzap- 1,25 Wdg. 4 20 Kupfer, 5 mm@,
Cy 1pF 0 fung bei 2,5 Wdg. vom kalten 10 mm lang
C, 1-12pF 0,6—8 pF Ende; 10 mm@, 32 mm lang
C, 1000 pF 27 pF L2 15 Wdg. 4= 20 Lackkupferdraht 4 Wdg. <= 20 Lackkupferdraht
C; 112 pF 0,8—8 pF eng gewickalt, & mm & eng gewickelt, 5 mm @
Cg O 1pF L3 13,5 Wdg. #F 16 Kupfer; 0,5 Wdg. < 20 Kupfer
C; 3dpF 0 Anzapfung 5 Wdg. vom kalten 12 mm &

Enda; 10 mm&, 22 mm lang

Abb. 1 — Schaltbild und Bauteilangabe fiir lne 100 MHz und 400 MHz neutralisierte Verstirkerstufe zum Messen
der Verstiarkung und des Rauschfaktors
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Typische Kennwerte
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Typische Kennwerte
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Typische Kennwerte
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Typische Kennwerte
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Typische Tuner-Kennwerte bel f, = 98 MHz

Splegelselektion (119,4 MHz)

fa + 4 ZF-Selektion (103,35 MHz)

S+N
Empfindlichkeit fir 30dB Tl’t 75 kHz Hub)

S+ N
Empfindlichkeit far :IDdBT(t 22,5 kHz Hub)

Spannungsverstirkung vom Eingang bis 1. ZF-Filter (primdr)

Bauteile

Kendensatoren

C;, 000 uF
C, 10pF
c} *

C, 0,001 uF
E Ll

C, 10pF
C; 0,001 xF
Cy 12pF
C, 4TpF
C,p 68 pF
C, 470F

C; 12pF
Cy *

C,, 10pF
C,s 240 pF
C,q 0,001 uF
Cyy 0,1 oF
Cy 0,01 uF
C,g 47 pF
Cyg 0,01 uF
Cyy 100 pF
Cyg 0,01 pF

47 dB
73 dB

23 uV

34 uv
37 dB

Widerstande Spulen

R, 2Tk® R, 10kQ L,
R, 10k2 R, 330 kQ

R, 2Tk R, B2 RQ

g 3300 R,y 120 Q Ly
Ry 1 kQ R, 3300

Ry, 27k2 R, 300Q
AlleWiderstinde W, £103; L,
Transformator L,
T; 10,7 MHz ZF-Trans-
formator

* Drelfach-Drehko 6—21 pF mit Trimmer

2,5 Wdg. 1,6 mm@ Cu versilbert, § mm 2, mit
Farritkern; Anzapfung bel 1. und 2. Wdg. vom
kalten Ende.

4 Wdg. 1,6 mm@ Cu versilbert, 8 mm@ Luft-
spule: Anzapfung bel 1,3. und 1. Wdg. vom
kalten Ende

1pH

3 Wdg. 1,6 mm@ Cu versilbert, 8 mm& mit
Ferritkern
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